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Introducéao

O processo de eletropolimerizagdo do tiofeno e de
seus derivados geralmente ocorre em um potencial de
oxidagdo elevado (Eox > 1,5 V), o que pode levar a
sobreoxidacgao do polimero danificando
irreversivelmente a sua estrutura. Uma das formas de
se diminuir o Eox desses monémeros € a
substituicdo do tiofeno na posicdo ? do anel [1],
principalmente por grupos eletrodoadores. Outra
maneira é a adicdo de um &cido de Lewis, como o
dietil eterato de trifluoreto de boro (BFEE), ao meio

organico [2].
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Neste trabalho, filmes de poli[(R)-(-)-2-(3-tienil)etil-
(3,5-dinitrobenzoil)-a-fenilglicinato], poli(DNBT), foram
eletrodepositados sobre ITO em presenca de BFEE e
caracterizados por voltametria ciclica.
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Resultados e Discussao

As tentativas iniciais de deposicdo dos filmes de
poli(DNBT) sobre ITO foram realizadas usando
LiICIO4/CH;CN como eletrélito. Uma placa de Pt foi
usada como contra-eletrodo e um eletrodo de
Ag/Ag'(CH;CN) como referéncia. Entretanto, filmes
de poli(DNBT) aderentes ao ITO foram obtidos apenas
com a adicdo do BFEE (20 %) ao sistema.

A Figura 1 mostra os voltamogramas ciclicos (VCs)
do DNBT registrados durante o processo de
deposi¢do (A) usando apenas LiCIO/CH;CN como
eletrélito e (B) apo6s adicdo de BFEE. Foi possivel
observar o deslocamento do Eox do mondmero para
potenciais menos anddicos (~ 14 V) e a
conseqliente formagdo do polimero sobre o eletrodo
apo6s a adicao do BFEE.

Os VCs registrados durante a deposi¢ao do filme de
poli(DNBT) mostram a presenca das ondas relativas a
oxidacdo/reducdo do polimero, Figura 2. Em
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destaque, o crescimento das curvas associado ao
processo de deposicéo.
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Figura 1: VC do DNBT durante a
eletrodeposicdo, ? = 0.02 V s,
(A) em LiCIO,/CH,CN e (B) com
adicdo de BFEE. ES = eletrdlito.

ApOs a deposicdo, os filmes obtidos foram lavados

com CHiCN e caracterizados por VC. A Figura 3
mostra um par de ondas bem definidas na regido
anddica (Epa = 0,67 V e Epc = 0,59 V), atribuido ao
processo de dopagem p do polimero.
Na regido catédica, pode
ser observado um par
005 redox mal  definido,
associado a reducdo do
grupamento NO,. Este
comportamento pode ser
relacionado a dopagem n
do polimero.
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Figura 3: VC do poli(DNBT) em
LiCIO,/CH,CN, ? =20 mV s .

Conclusdes |

A adicdo do BFEE ao eletrdlito usado na deposicao
do poli(DNBT) permitiu a diminuicdo do Eox do
monbémero e, portanto, a formacdo de filmes
aderentes ao eletrodo ITO.

Este material pode ser utilizado em aplicacbes
tecnoldgicas explorando a sua capacidade de
dopagem n e p.
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